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(57) Abstract: A radiation detector is disclosed, for the de- 
tection of radiation (8), with a given spectral sensitivity dis- 
tribution (9), which has a maximum at a given wavelength 
Xo, comprising a semiconductor body (I) with an active re- 
gion (5), provided for detector signal generation and for the 
J incident radiation. In one embodiment, the active region (5) 

comprises a number of functional layers (4a, 4b, 4c, 4d), with 
differing band gaps and/or thicknesses and embodied such 
that said layers (4a, 4b, 4c, 4d) at least partly absorb radia- 
j tion at a wavelength greater than A^. In a further embodiment, 

a filter layer structure (70) is arranged after the active region, 
comprising at least one filter layer (7, 7a, 7b, 7c). The fil- 
ter layer structure determines the short wave side (101) of 
>5 the detector sensitivity (10), according to the given spectral 

sensitivity distribution (9), by means of absorption of wave- 
lengths less than A*. A radiation detector for the detection of 
radiation (8), according to the spectral sensitivity distribution 
3 (9) of the human eye is also disclosed. The semiconductor 

** body can be monolithically integrated. 

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Strahlungsdetektor 
zur Detektion von Strahlung (8) gemaB einer vorgegebenen 
. spektralen Empfindlichkeitsverteilung (9), die ein 

Maximum bei einer vorgegebenen Wcllenlange Xo 
aufweist, umfassend cinen Halbleiterkorper (1) mit 
einem der Detektorsignalerzeugung dienenden und zum 
Strahlungsempfang vorgesehenen aktiven Bereich (5) 
angegeben, wobei der aktive Bereich (5) gemaB einer Ausfuhrungsform eine Mehrzahl von Funktionsschichten (4a, 4b, 4c, 
4d) umfasst, die unterschiedliche Bandlucken und/oder Dicken aufweisen und derart ausgebildet sind, dass sie (4a, 4b, 4c, 4d) 
zumindest teilweise Strahlung in einem Wellenlangenbereich grdBer als AO absorbieren. GemMB einer weiteren Ausfuhrungsform 
ist dem aktiven Bereich eine Fil terse hichtstruktur (70) nachgeordnet, die zumindest eine Filterschicht (7, 7a, 7b, 7c) umfasst, 
wobei die Filterschichtstruklur die kurzwellige Seite (101) der Deiektorempfindlichkeil (10) gemaB der vorgegebenen spektralen 
Empfindlichkeitsverteilung (9) durch Absorption von Wcllcnlangcn klciner als A^ besummt. Wcilcrhin wird ein Strahlungsdetektor 
zur Detektion von Strahlung (8) gemaB 
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der spektralen Empfindlichkeitsverteilung (9) des menschlichen Auges angegeben. Der Halbleiterkorper kann monolithisch integri- 
ert scin. 



